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Inventia se refera la domeniul obtinerii peliculelor de oxizi de metal, in particular de In,O; cu dimensiuni mari ale
suprafetei atomice plate a cristalitelor.

Procedeul de obtinere a peliculelor subtiri de semiconductoare oxidice include depunerea peliculelor prin piroliza
spray la temperatura de 450...550°C din solutii apoase de InCl; cu concentratia sarii de metal din solutie ce
depéseste 0,2M cu recoacerea ulterioara in atmosfera neutra sau cu continut de oxigen la o temperaturd ce depaseste
1000°C.
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